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Transistor de unión bipolar
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Transistor PN2222A (NPN)

Distintos tipos de encapsulados de 
transistores de juntura bipolar

Transistor de unión bipolar



Transistor de unión bipolar

• Medir los terminales BE y BC 
con un multímetro en la función 
diodo

• Medir entre los terminales EC

Funcionamiento del transistor

Diodo BE debe estar conectado en directa – Diodo BC debe estar conectado 
en inversa
El C debe estar a una tensión más positiva que el E
Las corrientes IC e IB y la tensión VCE soportan un valor máximo, y una 
potencia máxima (ICVCE) 



Funcionamiento del Transistor NPN

1. Diodo BE debe estar conectado en directa (VBE  0.6 V) – Diodo BC debe 
estar conectado en inversa

2. El C debe estar a una tensión más positiva que el E
3. Las corrientes IC e IB y la tensión VCE soportan un valor máximo, y una 

potencia máxima (ICVCE) 

Cuando se cumple de 1-3 

𝐼𝐶 = 𝛽 𝐼𝐵 𝛽 ≈ 100

𝐼𝐸 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐵 = (𝛽 + 1) 𝐼𝐵
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Características del transistor PN2222A

ESTADO CARACTERÍSTICAS COMPORTAMIENTO

CORTE (3)
IB = IC = IE = 0

VCE = VCC
Interruptor abierto

ACTIVA (2)
IC = β·IB

0,2 < VCE < VCC
Amplificador

SATURACIÓN 
(1)

VCE ≈ 0,2 V

IC(sat)=VCC/(RC+RE)
Interruptor cerrado

Curva característica del transistor



Caracterizar el transistor PN2222A

• Medir : usar el multímetro y midiendo IC vs IB

• Obtener las curvas características IC vs VCE para distintos valores de IB



Amplificador con configuración emisor común

• Con una única fuente de alimentación

• Con capacitores de desacople

• Con capacitor de bypass


